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The samples employed in the investigation were semi-insulating GaAs wafers. Noble gas has
been implanted using the UNIMAS ion implanter at energy 100 keV, fluence of 3 · 1015 cm−2.
Rutherford backscattering spectroscopy with nuclear reaction analysis (RBS/NR) method was used
to determine the thickness and atomic composition of elements in the samples. The nuclear reaction
16O(α, α)16O exhibits elastic resonance at an energy of about 3.05 MeV. This resonance provides a
useful method for expanding RBS techniques to investigate the concentration of oxygen present on
sample surfaces. The RBS/NR approach’s conclusion indicates that the surface of GaAs samples
contains an oxygen-enriched layer. It has also been shown that the thickness of native oxide layer
is influenced by the type of ion.

Образцы, использованные в исследовании, представляли собой полуизолирующие пласти-
ны GaAs. Благородный газ был имплантирован с помощью ионного имплантера UNIMAS при
энергии 100 кэВ и флюенсе ионов 3 · 1015 см−2. Метод спектроскопии резерфордовского об-
ратного рассеяния с анализом ядерных реакций (RBS/NR) использовался для определения
толщины и атомного состава элементов в образцах. Ядерная реакция 16O(α, α)16O демонстри-
рует упругий резонанс при энергии около 3,05 МэВ. Этот резонанс предоставляет полезный
метод для расширения методик RBS с целью исследования концентрации кислорода, присут-
ствующего на поверхности образцов. Вывод подхода RBS/NR указывает на то, что поверхность
образцов GaAs содержит слой, обогащенный кислородом. Также было показано, что толщина
слоя собственного оксида зависит от типа ионов.
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